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RESUMEN

INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de 
potencia así como el aumento significativo en la potencia de 
cómputo de los microprocesadores, las capacidades del manejo de 
la energía y la velocidad de conmutación de los dispositivos de 
potencia han mejorado considerablemente presentando mayor 
eficiencia a frecuencias más elevadas. 
Actualmente con los avances en fabricación de nuevos dispositivos 
semiconductores basados en tecnologías de carburo de silicio 
(SiC), han permitido ampliar las opciones a la hora de seleccionar 
los dispositivos de conmutación para aplicaciones de potencia. Las 
características  de estos nuevos semiconductores permiten mejorar 
la eficiencia del sistema, trabajar bajo tensiones de bloqueo 
mayores (del orden de los 1200V en algunos SiC MOSFETs), 
además tienen como características importantes su reducida 
pérdida de conducción así como la de conmutación y frecuencias de 
conmutación más elevadas en comparación a los IGBT.
El presente trabajo se basa en el desarrollo de una plataforma 
experimental formado por un sistema Puente-H completo, sus 
circuitos de acondicionamiento de señales y controladores, 
utilizando una frecuencia de conmutación del orden de los 100Khz.   

MATERIALES Y MÉTODOS
En la Figura 1 se observa el sistema experimental  implementado 
para cuantificar la eficiencia de la celda puente-h diseñado.  El 
sistema incluye la celda puente-H con sus circuitos de 
acondicionamientos, controladores y DC-Link.  Para cuantificar la 
eficiencia del diseño se procede a medir las tensiones y corrientes 
de drenador en los SiCMOSFET para diferentes valores de 
potencia de salida entregada a la carga . Para las pruebas 
experimentales se utilizó una carga tipo RL  con valores de R=20 
Ohm y L = 10uH, el DC-Link se implementó mediante fuentes de 
alimentación de DC.  

RESULTADOS

Figura 1: (Izq.) Plataforma experimental  utilizada para realizar las mediciones.  
                (Der.) Placa de control diseñado para el disparo de los SiC-MOSFET. 

En la Figura 2 se observa las señales utilizadas para medir los 
intervalos de tiempo de las transiciones  presentadas por las señales 
VDS e ID, además se observa los resultados de los cálculos de 
eficiencia . La imagen termográfica muestra las temperaturas de 
cada semiconductor del puente-H, con los siguientes valores: SP1= 
75,3°C, SP2=72,1°C, SP3=80,6°C, SP4=70,1°C.

CONCLUSIONES
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Figura 2: (Izq. Sup.) Señales de salida Vo, Io y VGS. (Izq. Inf.) Señales VDS e ID de 
                los SiC-MOSFET. (Der. Sup.) Eficiencia y pérdidas de potencia. 
                (Der. Inf.) Imagen termográfica del puente-H.    

Considerando  los resultados obtenidos se observan que las 
pérdidas  por conmutación aumentan con la frecuencia mientras 
que las pérdidas por conducción disminuyen con el aumento de la 
frecuencia. El diseño responde adecuadamente dentro del rango de 
frecuencias de operación comprendida entre los 50Khz y 200Khz,  
obteniéndose un rendimiento del 98%  al  95% conforme aumenta 
la frecuencia.
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El presente  trabajo muestra  el diseño de un esquema para un 
controlador de puente-H completo basado en la tecnología SiC-
MOSFET utilizado para aplicaciones de alta frecuencia y  media 
tensión. A modo de cuantificar  la eficiencia del diseño se realizaron 
mediciones de las pérdidas por conmutación y las pérdidas por 
conducción que presentan los semiconductores basados en los 
resultados experimentales obtenidas en laboratorio con la 
plataforma experimental montada para tal efecto. 

Análisis de la eficiencia de un Puente-H basado en  tecnología SiC-MOSFET 
para aplicaciones de alta frecuencia y media potencia
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